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項 目 要   約 

１．研究の概要 

 

福島第一原子力発電所における過酷事故発生後、原子炉格納容

器内使用機器に対する要求性能、特に動作温度は厳しい値が検討

された。しかし、現実的に対応可能な電子デバイス製造技術は存

在せず典型的なボトルネック課題となっている。この状況を打開

するためには、耐放射線・高温動作半導体エレクトロニクスを国

内研究機関や大学が一致団結して研究開発し解決していく必要

がある。本研究課題で開発する耐放射線・高温動作半導体は革新

炉のみならず現在使用されている軽水炉でも広く汎用的に使え

る技術として、研究終了後に速やかに実用化開発に移行する。 

本開発では積算線量:5MGy以上、動作温度:300℃以上を前提と

し、これまでの計測機器開発により明らかとなった半導体デバイ

スの必要性能獲得に向け、耐放射線・高温動作半導体デバイスの

高性能化を進める。また核分裂計数管用前置増幅器を想定した原

子炉圧力容器直下での使用を念頭に動作温度500℃を狙う要素技

術開発も進める。これらにより過酷事故に対応可能な原子炉格納

容器内電子機器の実用化が段階的に実現し、革新的原子炉核計装

の実現と安全性の向上につなげることを目的として、以下の研究

開発を行う。 

１）バルク伝導型ダイヤモンドFET高利得化と準量産技術開発 

２）表面伝導型ダイヤモンドFETの開発 

３）接合型SiCオペアンプの開発 

４）高温用電子部品の開発と耐放射線性試験 

５）回路技術・システム試験 

  



２．総合評価 
Ａ ・環境条件をよく検討しており、また、社会実装を見据えてベン

チャー企業の立ち上げをしていることは評価ができる。 

・一方で、デバイスの高温試験と耐放射線性試験が個別に行われ

ており、両方の試験を同時に行えるとよりよい成果であったと

考えられる。 

 

 

 

Ｓ）極めて優れた成果があげられている 

Ａ）優れた成果があげられている 

Ｂ）一部を除き、相応の成果があげられている 

Ｃ）部分的な成果に留まっている 

Ｄ）成果がほとんどあげられていない 

 




